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InP材料系を用いた化合物半導体は 1.3µmや 1.55µmの光通信波長帯の発光および受光が可能であ

ることから高速、高性能な光通信用デバイスに利用されている。InP 基板に格子整合する InGaAs ではバ

ンドギャップが 0.74eV となり、波長 1670nm 程度までの発光、受光デバイスの実現が可能である。近年で

はこれらの光デバイスの動作波長を長波長化する研究開発が盛んである。これは波長 2µm 前後に各種

ガス特有の吸収線が存在することからガスセンシングに応用可能であることや、大気の成分である水や二

酸化炭素の吸収線もこの領域に存在するため高精度な環境センシングを行うことを目的としているためで

ある。本研究ではこれらの長波長領域に応用可能な量子ドット構造を実現することを目的に InP基板上に

おける Dot-in-Well（DWell）構造を作製し、その評価を行った。 

DWell 構造の作製には固体ソースの分子線エピタキシー装置（MBE）を用いた。基板には[1-10]方向

にオフ角を持つ InP(001)基板を用いた。InP 基板を MBE チャンバーでサーマルクリーニング後、100nm

の InGaAlAsバリア層を成長した後に InGaAs量子井戸層の成長を行った。その後 InAs量子ドット層の成

長を行い、さらに InGaAs 量子井戸層の成長を行った。これを 6 層積層させる構造を作製した。最後の

InAs 量子ドット層は AFM による形状観察のため埋め込まずに成長を終了した。図 1 は試料構造の概略

図である。ここで量子ドットを挟み込む InGaAs 量子井戸層の膜厚を 0nm（量子井戸無し）から 10nm まで

変化させた試料を作製し発光特性の評価を行った。図 2 は室温における PL 測定結果である。InGaAs 量

子井戸の膜厚が増加するに従い、量子ドットからの発光は長波長化する傾向を示し、最長で 1840nm の

ピーク波長を持つ発光が得られた。 

図 2 室温における PL スペクトル 図 1 試料構造 
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